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1.はじめに 

光電子集積回路 (OEIC)の実現の為に、Ge が注目されている。Si 基板上に Ge をエピタキシャル成長させるこ

とで Ge-on-Silicon (GOS)を作製し、Ge 内に引っ張り歪みを導入することで、間接遷移型半導体である Ge を疑似

的に直接遷移型半導体に近づけ、発光強度の増大を図る。発光強度のさらなる増大の為に Ge-on-Insulator (GOI)

の作製が必要となっている。GOI は Ge と SiO2の屈折率の違いから Ge 内に光を閉じ込めることが出来る為、発

光強度が増大する[1]。 

また、これまでの GOI 作製は Si ドナー基板を完全に研磨とエッチングする必要があり、プロセス時間がかか

る上、大面積化において制御が難しい。そこで Ge にストライプ状のパターニングを行い、従来の GOI 作製方法

おける基板除去プロセスを省略した ELO 法[2, 3]による作製を試みた。 

2.実験方法 

試料作製手順を Fig.1 に示す。固体ソース MBE を用いて、Si(100)基板上に Ge を低温 (350 ℃、40 nm)、高温 

(600 ℃、500 nm)で成長させる。その後、電子線描画装置とドライエッチングによって Ge にストライプ状のパタ

ーンを作製する。そして有機洗浄、アンモニア洗浄を行い、SiO2/Si ハンドル基板と貼り合わせ、700 ℃で 1 時間

アニール処理、KOHで Si層の選択エッチングを行う。KOHがパターニングの隙間に入ることでエッチングされ、

短時間で Ge 層がハンドル基板に転写され、GOI が作製される。 

3.結果及び考察 

Fig.2 に作製した GOI の断面 SEM 画像を示す。本手法によってストライプ状の GOI が形成出来ていることが分

かる。PL 測定の結果を Fig.3 に示す。従来方法の全面 GOI を比較すると、ELO 法による GOI ではより高い発光

強度が得られ、高品質な GOI が形成されたと言える。また、ストライプパターンの GOS と ELO 法による GOI

を比較すると、約 8 倍の発光強度の増大が観測され、Ge 内への強い光閉じ込めによる効果であることを示唆し

ている。 
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 Fig.1 Process flow of ELO GOI 

fabrication 

Fig .2 Cross-section SEM image of the 

fabricated ELO-GOI near edge 

of the stripe pattern 

 

Fig.3 PL spectra of GOI and GOS 

structures 
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